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1.

Facultatea:Stiinte Reale, Economice si ale Mediului

Catedra: Stiinte fizice si ingineresti

Domeniul general de studiu: 52. Inginerie si activititi ingineresti

Informatii de identificare a cursului

Domeniul de formare profesionald la ciclul I: 521. Inginerie si tehnologii industriale

Denumirea specialitatii / specializarii: 521.8 Inginerie in transport auto

Administrarea unitatii de curs, studii cu frecventa redusa:

Codul Credite | Total Repartizarea orelor Forma de Limba de
unitatii de ECTS ore [prel. [Sem. | Lab. [ Lucr. evaluare predare
curs ind.
S1.05.0.030 6 120 12 - 18 |90 Examen Romana

Statutul: disciplina obligatorie

2. Informatii referitoare la cadrul didactic

Titularul cursului — Ion Tiganas, lector superior universitar, ales in
functie prin concurs In 1996. Absolvent al Universitatii de Stat ,,Alecu
Russo” din Balti, Facultatea de Fizica si Matematica, specialitatea
,Fizica si disciplini tehnice” (1976). A ocupat urmatoarele posturi:

1976 — laborant al Catedrei de fizica si metodica predarii fizicii;

1977 — maistru de instruire la Catedra de disciplini tehnice;

1986 — inginer superior al Catedrei de disciplini tehnice;

1987 — lector al Catedrei de disciplini tehnice;

1996 — lector sup. al Catedrei de Electronica si Informatica;

2011 — lector superior al Catedrei de stiinte fizice si ingineresti.

Pe parcursul unei perioade indelungate, activind in diferite functii a indeplinit diverse

activitati:

Conducerea cercului de radioconstructii la Facultatea de profesii obstesti;
Conducerea lucrarilor de laborator la disciplinele: Mijloace tehnice de instruire, Bazele
radiolectronicii, Radiofizica, Arhitectura calculatorului, Radiolectronica aplicata si

Radiomasurari;

A predat urmatoarele cursuri: Mijloace tehnice de instruire, Protectia muncii, Electronica si

Automatica, Bazele electronicii, Radiofizica (Radiotehnica), Radioelectronica aplicata;

Coautor a mai multe rapoarte stiintifice, articole, instalatii de cercetare, propuneri de

rationalizare;



- Cursuri de perfectionare la Universitatea Tehnica ,,Gh. Asachi” din lasi (1997),
Institutul Muncii, Chisinau (2003 si 2008);

- Medalie de aur la al I11-lea Salon International al Inventiilor, Cercetarii si Transferului
tehnologic, lasi, Romania, 1996.
Biroul: Laboratorul de Radiotehnica (144).
Orele de consultatii — joi, 141°-15%C,

I11. Integrarea cursului in programul de studii

Perceperea constructiei, principiului de functionare si a parametrilor elementelor pasive si
active, pieselor ce stau in baza constructiilor, dispozitivelor legate cu automatizarea, reglarea
proceselor de productie, diverselor domenii ce utilizeaza scheme de automatizare. Cunostintele
teoretice, insusite la cursul de prelegeri, si cele practice — la lucrarile de laborator, creeaza
posibilitatea aplicarilor la studierea si intelegerea proceselor tehnologice in timpul practicii
tehnologice la diverse uzine si intreprinderi, posibilitatea aplicarii lor la studierea urmatorului

curs ,,Ingineria reglarii automate”.
IV. Competente prealabile

Cunogstinte si deprinderi.

- legile fundamentale ale cursului liceal de fizica;

- cunostinte practice de lucru cu utilajul mecanic — totalitatea uneltelor mecanice utilizate la
realizarea schemelor electrice;

- cunostinte practice de lucru cu calculatorul electronic;

- deprinderi de a utiliza cunostintele si abilitatile formate in cadrul altor discipline studiate

(lucrul in ateliere si laboratoare) in practica.

V. Competente dezvoltate in cadrul cursului

Cursul contribuie la dezvoltarea urmatoarelor competente:

1. de cunoastere a notiunilor de baza (jonctiunea p-n, diodd semiconductoare, tiristor,
tranzistor, redresor, amplificator, oscilator), asigurand accesibilitatea de trecere de la
simplu la complex;

2. de cunoastere a tipurilor, parametrilor, caracteristicilor elementelor pasive utilizate in
schemele electrice;

3. de cunoastere a constructiei, principiilor de functionare si a schemelor de conexiune a

tipurilor de tranzistoare;



de cunoastere a schemei si parametrilor etajelor de amplificare pe tranzistori,

de calcul si de verificare experimentala a parametrilor etajului amplificator;

de transformare a amplificatorului in oscilator conform conditiilor de transformare;
de apreciere a parametrilor principali a amplificatorului de putere clasa A, B, si AB.

de apreciere a necesitatii credrii amplificatoarelor de curent continuu;
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de ajustare a caracteristicilor etajelor de amplificare utilizind echipamentele de masurare
si control

Cursul este predat in universitate de zeci de ani, cu schimbari de trecere de la tuburi

electronice la scheme cu tranzistori bipolari, apoi si cu tranzistor cu efect de camp.

VI. Finalititi de studii

La finalizarea studierii cursului si realizarea lucrarilor practice studentul va fi capabil:

1. Sa explice conceptele de baza referitoare la conductibilitatea elementelor

semiconductoare, principiile de lucru ale etajelor amplificatoare, conditiile de

transformare a amplificatoarelor in oscilatoare.

2. Sa utilizeze corect la realizarea lucrarilor practice aparatele de masurad (oscilatorul

electronic, voltmetrul electronic, osciloscopul, multimetrul, puntile).

Sa determine caracteristicile voltamperice ale elementelor radioelectronice active.

4. Sa studieze si sa analizeze parametrii de intrare, de transfer si de iesire a diferitor

amplificatoare.

5. Sa calculeze schema amplificatorului de tensiune, de putere de audiofrecventa si sa

verifice parametrii capatati.

VII. Continuturi

VI1.1. Prelegeri
Repartizarea
Nr. . . orelor pe
Tematica prelegerilor . .pv .
ord. specialitditi
IMTAfr
1. Clasificarea, structura, simbolica grafica si marcarea elementelor -
pasive (R, C, L).
2. Atomul neutru, electronii si ionii. Diagrama energetica a cristalului. -
3. Conductibilitatea semiconductoarelor cu impuritati si procedeele 1
tehnologice de realizare a lor.
4. Jonctiunea p-n. Constructia, caracteristica voltamperica si parametrii 1




diodei semiconductoare.

5. Tipuri de diode semiconductoare. Scheme de redresoare cu diode 2
semiconductoare. Dinistorul, tiristorul si sinistorul. Caracteristicile
voltamperice si utilizarea lor.
6. Tranzistorul bipolar — constructia, cerintele constructive de realizare
si principiile de lucru. !
7. Caracteristicile statice si parametrii tranzistorului bipolar. -
8. Proprietati de amplificare si caracteristica dinamica a tranzistorului 1
bipolar.
9. Regimuri de functionare a amplificatoarelor, punct de functionare si
fixarea regimului de lucru. Metode de stabilizare a pozitiei punctului 2
static de functionare.
10. Notiuni generale despre tranzistoare cu efect de camp (TEC).
Clasificare si modul de functionare. Etaj amplificator cu TEC. 1
Tranzistorul unijonctiune (TUJ).
11. Amplificatoare de putere clasa A, B si AB. Avantaje si dezavantaje. 1
Posibilitati de utilizare.
12. Reactia in amplificatoare. Scheme de amplificatoare cu tipurile
generale de reactie. .
13. Tipuri de reactie in amplificatoare. Scheme de amplifica-
toare cu tipurile generale de reactie. !
14. Amplificatoare de curent continuu (ACC). -
15. Conditiile de transformare a amplificatoarelor in oscilatoare.
Oscilatoare RC -
Total 12
VI11.2. Lucrari de laborator
Repartizarea
ONr(rj'_ Tematica lucrarilor s;:zilz'?z;if;ﬁ
IMTATfr
1. | Lucrare de laborator Nr. 1. Caracteristicile statice a tranzistorului )

bipolar.




2. | Lucrare de laborator Nr. 2. Calculul si verificarea experimentald a 2
etajului amplificator de tensiune cu tranzistor bipolar.

3 | Lucrare de laborator Nr. 3. Calculul si verificarea experimentala a )
amplificatorului de putere in doua tacte cu tranzistori bipolari.

4 | Lucrare dc laborator Nr. 4. Calculul si verificarea parametrilor de
intrare/iegire/transfer a etajului amplificator de tensiune cu emiter 2
comun (EC), cu baza comuna (BC), cu colector comun (CC).

5 | Lucrare de laborator Nr. 5. Calculul si verificarea experimentala a 5
oscilatorului RC cu celule de defazare.

6 | Lucrare de laborator Nr. 6. Calculul si verificarea experimentala a 5
oscilatorului de oscilatii dreptunghiulare (multivibrator)

7 | Lucrare de laborator Nr. 7. Experiente cu osciloscopul electronic. 2
Evaluarea rezultatelor in urma sustinerii lucrarilor 4

Total 18

rezistentei, capacitdtii, inductantei, tensiunii si curentului (continuu si alternativ), frecventei
oscilatiilor de diferite forme etc., care sunt studiate de sine statator in afara orelor, in prezenta

inginerului. Studentilor de la Invatdmantul cu frecventd redusa li se propune pentru studiul

VIII. Activititi de lucru independent

La realizarea lucrarilor de laborator studentii folosesc un sir de instrumente de masurare a

independent la Biblioteca stiintifica urmatoarele teme:

1.

Studierea tipurilor, parametrilor principali, unitdtilor de masurd si conectarea elementelor

pasive (RCL) in serie, paralel si complex dupa sursa [1] de baza.

Studierea informatiilor despre tipurile de transformatoare electrice, realizarea calculelor

transformatorului electric utilizat la crearea redresorului blocului de alimentare pentru

lucrarile de laborator dupa sursa [7] suplimentara.

Studierea informatiilor despre tipurile de diode semiconductoare, tipurile de tiristoare si

posibilitétile lor de utilizare dupa sursa [6] de baza.

Atomul neutru, electronii si ionii. Diagrama energetica a cristalului.

Caracteristicile statice si parametrii tranzistorului bipolar.




6. Amplificatoare de curent continuu (ACC).

7. Conditiile de transformare a amplificatoarelor in oscilatoare. Oscilatoare RC.

IX. Evaluarea

a) Evaluarea curenta dupa realizarea lucrarii de laborator:

1. Prezenta in laborator dupa orar si realizarea lucrarii de laborator - 2 puncte;

2. Prezentarea raportului despre realizarea lucrarii conform indicatiilor din

instructiune - 0.5 - 1 punct (in dependentd dc calitatea si cantitatea necesara a

volumului lucrarii);

3. Celelalte puncte, pinda la 10 in suma totald, se adaugd in rezultatul conversatiei

cu studentul asupra indeplinirii lucrdrii, raspunsul la intrebarile dc autocontrol

din lucrare, cunoasterea aparatelor din lucrare, explicarea proceselor practice

efectuate si exemple de utilizare in practica;

4. Pe parcursul conversatiei se apreciaza si se evalueaza urmatoarele momente:

denumirea scurta si cuprinzatoare a lucrarii de laborator si a scopului e,

definitiile corecte si descrierea proceselor, fenomenelor, dispozitivelor si
elementelor utilizate;

precizarea corecta ale diferitor termeni utilizati;descrierea corecta a dispozitivului de
laborator utilizat si argumentarea elementelor componente;

explicarea corecta a efectuarii masurarilor corespunzatoare;

analiza rezultatelor obtinute, definitiile corecte ale parametrilor obtinuti.

b) Evaluarea finala = 0,6 x Nota reusitei curente + 0,4 x Nota de la examen.

In procesul de evaluare a studentilor se aplici Regulamentul cu privire la evaluarea

rezultatelor academice ale studentilor in USARB aprobat prin Hotarirea Senatului, procesul

verbal nr. 9 din 16.03.2011.
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X. Tematica subiectelor pentru examen:

Elemente radioelectronice (R, C, L) pasive.

Conductibilitatea semiconductorului intrinsec.

Conductibilitatea semiconductoarelor cu impuritati.

Procesele fizice in jonctiunea p-n in absenta tensiunii.

Procesele fizice in jonctiunea p-n la polarizarea directa si inversa.
Caracteristica statica voltamperica ideala si reala a diodei.

Strapungerea jonctiunii diodei. Dioda Zener.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.
26.

217.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.
35.

Capacitatea jonctiunii p-n. Dioda varicap.

Diode tunel.

Diode luminiscente.

Codificarea si parametrii de exploatare a diodei.

Proprietatile diodei dc redresare al curentului alternativ.

Scheme de redresoarc.

Structura si principiul dc functionare a tranzistorului bipolar.

Conexiunile tranzistorului bipolar. Tranzistori compusi.

Caracteristicile statice voltamperice ale tranzistorului bipolar.

Codificarea si parametrii dc exploatare a tranzistorului bipolar.

Structura si principiul de functionare a tranzistoarelor cu efect de cimp cu grila-
jonctiune.

Structura si principiul de functionare a tranzistoarelor cu efect de cimp.
Caracteristicile statice ale tranzistoarelor cu efect dc cimp cu grild izolata.
Parametrii tranzistoarelor cu efect de cimp. Avantaje importanteale TEC.
Destinatia, parametrii, caracteristici si clasificari amplificatoarelor.
Structura etajului amplificator.

Etaj amplificator cu emitor comun. Principiul de functionare, destinatia
elementelor pasive si active.

Clasele de functionare ale etajelor amplificatoare.

Metodele de fixare a punctului de functionare a tranzistorului bipolar in regimul de

amplificare in clasa ,,A”.

Destinatia, tipuri si scheme-bloc atipurilor de reactii in amplificatoare.
Exemplul amplificatorului cu doua etaje cu tipuri de reactie.

Schema si caracteristicile amplitudine-frecventa ale amplificatorului de rezonanta.
Amplificatoare de putere. Destinatia si parametrii.
Amplificatoare de putere clasa A. Principiul de functionare, destinatia elementelor
pasive si active.

Amplificatore de putere in contratimp cu cuplaj prin transformator. Principiul de

functionare, destinatia elementelor pasive si active.

Amplificatoare de putere In contratimp fara transformator. Principiul de functionare,

destinatia elementelor pasive si active.
Amplificatoare de curent continuu. Destinatia, caracteristici.
Amplificatoare de curent continuu cu cuplaj direct. Principiul de functionare,

destinatia elementelor pasive si active.



36.

37.

38.
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16.
17.
18.

Amplificatoare de curent continuu cu simetrie suplimentara. Principiul defunctionare,
destinatia clementelor pasive si active.

Amplificatoare de curent continuu cu cuplaj potentiometric. Principiul de functionare,
destinatia elementelor pasive si active.

Amplificatoare operationale. Destinatia, caracteristici, parametri, principiul de

functionare.

Xl. Asigurarea didactica a disciplinei

Postere

Schema redresorului in 2 semiperioade.

Schema functionald a generatorului rH-I 8.

Figuri Lissaju.

Sistema de masurare electrostatica.

Sistema de masurare inductiva.

Sistema de masurare magnetoelectrica.

Sistema de masurare electrodinamica.

Sistema de masurare electromagnetica.

Sistema de masurare feromagnetica.

Bobina mobila cu ¢cimp magnetic radial.

Schema amplificatorului in doua tacte pe tranzistori.

YcrpoiictBo repmanueBoro tpansucropa (Constructia tranzistorului cu germaniu).
YcerpoiicTBo nonynpoBoanukoBoro auoaa Constructia diodei semiconductoare).
ITpubopsr uuaykHoHHOM cuctembl (Aparatele sistemului inductiv).
O6o3HaueHue Ha mIKagax u3MepuTenbHbIx npubopos (Inscriptii pe scalele aparatelor de
masura).

ITpuGops snekTpoMarHuTHOM cucteMsl (aparatele sistemului electromagnetic).
ITpubopsl snekTpoanHamudeckoii cucremsl (Aparatele sistemului electrodinamic).

Cxewmsl Beinpssmuteneii (Scheme de redresoare).
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